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© Lichtreflektierender ohmscher Kontakt fur Bauelemente. 

© Es wird ein lichtreflektierender ohmscher Kontakt insbe- 
eondere fur Lumineszenzdioden beschrieben, der a us einer 
Schichtenfolge m'rt einer ersten Schicht (12) aus Gold und 
Germanium tm Gewichtsverhartnis 99 : 1, einer zwetten 
Schicht (13) aus reinstem Silber und einer dritten Schicht (14) 
aus reinstem Gold besteht. Die erste Schicht (12) ist etwa 
0,02 fim dick, wahrend die zweite und die dritte Schicht (13, 
14) 0,8 um bzw. 0,5 um dick sind. Durch diese Schichtenfolge 
wird eine hohe Lichtreflexion bet geringem Widerstand 
erzielt Beschrieben wird ferner ein Verfahren zur Herstellung 
des lichtreflektierenden ohmschen Kontaktes und dessen 
Verwendung. 
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5 Lichtref lektierender ohmscher Kontakt fur Bauelemente 

Die Erfindung betrifft einen lichtreflektierenden bhm- 
^ schen Kontakt fur Bauelemente, insbesondere Halbleiter- 
bauelemente, bestehend aus einer Schichtenf olge ein- 
10 schlieBlich Gold auf einem Substrat. 

FUr den Wirkungsgrad von Lumineszenzdioden mit transpa- 
renten Substraten ist die Lichtref lexi on an der Riicksei- 
te des Substrats von groBer Bedeutung. Auf dieser Riick- 

15 seite befindet sich gewofanlich ein elektrischer Kontakt 
£Ur die. Stromzufuhrung zu einer Zone des einen Leitfa- 
bigkeitstyps des Substrats. Dieser Kontakt ist aber 
stark lichtabsorbierend, wenn er die gewiinschten elek- 
trischen Eigenschaf ten, namlich einen niedrigen ohmschen 

20 Wider stand, bat. Um diese Li chta"b sorption zu vermeiden, 
■wird bisber die Ruckseite des Substrats daher nur teil- 
weise mit einen ohmscben Kontakt verseben. Durcb die ge- 
ringere Kontaktflache werden aber insbesondere die elek- 
triscben Eigenschaf ten beeintrachtigt, das beiBt, am 

25 : ubergang zwi schen dem Kontakt und dem Substrat liegt ein 
Wider stand mit einer oft unerwunschten HShe vor. AuBer- 
... dem verringert sich durch die kleinere Kontaktflache die 
Haltbarkeit .des. Kontakts am Substrat. 

. 30 Es ist daher Aufgabe der Erfindung, einen licbtreflek- 
"'. *ie r -en«ien ohmscben. -Kontakt anzugeben, der bei hoher 
• •'. L * 9 h-t . ref lexi .°^ gewiinschten elektrischen Eigenschaf - 
■ :. . te ^:» einen niedrigen. ohmschen Widerstand, aufweisen 

.S013-: ..... ..... 

■ .35: ••• ; • 

... Diese Aufgabe wird bei einem lichtref lektierenden ohm- 
• schen Kontakt der eingangs genannten Art erf indungsgemaS 
Kot 1 Dx / 31.10.1980 
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dadurcb gelSst, daB die Schichtenf olge eine erste 
Schicht atrs Gold und Germanium im GewichtsverhSltnis 
etwa 99 : 1» eine zweite Schicht aus reinstem Silber und 
eine dritte Schicht aus reinstem Gold aufweist. 

5 

In vorteilhafter Weise ist die erste Schicht etwa 
0,02 yum (200 &) , die zweite Schicht 0,8 ^urn und die 
dritte Schicht 0,5 yum dick. Ein derartiger Kontakt ist 
insbesondere fur Lumineszenzdioden vorteilhaft. Er ist 
10 aber auch dann anwendbar, wenn ein Substrat mit einer 
- lichtreflektierenden Schicht kontaktlert werden soil. 

In vorteilhafter Weise wird dieser Kontakt so herge- 
stellt, daB die einzelnen Schichten auf die Riickseite 
15 des Substrats aufgedampft und anschlieBend dort angesin- 
tert werden. Der so hergestellte ohmsche Kontakt weist 
bei einem niedrigen ohmschen Widerstand eine hervorra- 
gende Lichtreflexion auf . 

20 Nachf olgend wird die Erfindung an Hand der Zeichnung na- 
her erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Leuchtdiode im Schnitt, und 

Fig. 2 die Schichtenf olge des erf indungsgemaBeh Kontakts. 

25 

In der Fig. 1 besteht ein Halbleitersubstrat 1 aus einer 
n-leitenden Zone 2 und einer p-leitendeh Zone- 3 i die 
durch einen pn-ttbergang 4 voneinander getrennt sind. Auf 
der Zone 3 ist ein Kontakt 5 angebracht, der* mit einem 
" 30 Draht 6 als Zuleitung verbunden istv Von der Oberflache 
7 dieser Zone 3 wird Licht abgestrahlf, wie" dies durch 
Pfeile 8 angedeutet ist. Das Substrat 1 ist lichtdurch- 
lassig. Ua einen hohen Wirkungsgrad zu erziele'h, sollte 
das im Substrat 1 und vorzugsweise am pn-Obergang er- 
35 zeugte Licht von der Riickseite des Substrats 1 bezie- 

hungsweise der Zone 2 ref lektiert werden und so- uber die 
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Oberflache 7 das Substrat 1 verlassen. Hierzu ist der 
auf der Riickseite des Substrats 1 vorgesehene Kontakt 10 
lichtreflektierend ausgestaltet, so daB dort das im In- 
neren des Substrats 1 erzeugte Licht reflektiert wird, 
5 wie dies durch einen Pfeil 11 angedeutet ist. 

Erfindungsgemafl besteht dieser Kontakt 10 aus einer 
Schichtenfolge (vergleiche Fig. 2) mit einer ersten, 
0,02 yum dicken Schicht 12 aus Gold und Germanium im Ge- 
10 wichtsverhaltnis etwa 99 : 1 , einer zweiten, 0,8 yum 

dicken Schicht 13 aus reinstem Silber und einer dritten, 
0,5 yum dicken Schicht 14 aus reinstem Gold, Die Schicht 
12 befindet sich dabei auf der Oberflache der Zone 2. 

15 Die einzelnen Schichten werden ganzflSchig auf die Ober- 
flache der Zone 2 nacheinander aufgedampft. AnschlieBend 
werden diese Schichten gesintert. Der so hergestellte 
Kontakt hat die gewiinschten Eigenschaften einer hohen 
Lichtreflexion und eines niedrigen ohmschen Widerstands. 

2 Figuren 
; 4 Patentanspriiche 
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Patentansp ruche 

1. Lichtreflektierender ohmscher Kontakt fur Bauelemen- 
■te, insbesondere Halbleiterbauelemente , bestehend aus 
einer Schichtenf olge einschlieBlich Gold auf einem Sub- - 
strat, dadurch gekennzeichn'et, 
dafl die Schi chtenf olge eine erste Schicht (12) aus Gold 
und Germanium im Gewichtsverhal-tnis etwa 99 : 1 » eine 
zweite Schicht (13) aus reinstem Silber und eine dritte 
Schicht (14) aus reinstem Gold aufweist. 

2. Kontakt nach Anspruch 1 , dadurch g e - 

k e n n z e i c h n e t , daB die erste Schicht (12) 
etwa 0,02 yum (200 &), die zweite Schicht (13) 0,8 yum 
und die dritte Schicht (14) 0,5 /urn dick ist. 

3. Verwendung des Kontakts nach Anspruch 1 Oder 2 fur 
Lumineszenzdioden (1). 

4. Verfahren zur Herstellung des Kontakts nach Anspruch 
1 oder 2, dadurch gekennzeich- 

n e t , daB die einzelnen Schichten (12, 13, 1*0 auf 
die Riickseite des Substrats (1) aufgedampft und an- 
schlieBend angesintert werden. 
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